













































































のシンチレータ・セルが１．５モル％のセリウムをドープしたＧｄ ２ ＳｉＯ ５ 単結晶であ
り、第２及び第４シンチレータ層のシンチレータ・セルが０．５モル％のセリウムをドー














































































































ータ層のシンチレータ・セルが１．５モル％のセリウムをドープしたＧｄ ２ ＳｉＯ ５ 単結
晶であり、第２及び第４シンチレータ層のシンチレータ・セルが０．５モル％のセリウム























ｉＯ ５ ）、セリウムをドープしたＬＳＯ（Ｃｅ：　Ｌｕ ２ ＳｉＯ ５ ）、ＢＧＯ（Ｂｉ ４ Ｇ
ｅ ３ Ｏ １ ２ ）等が挙げられる。しかし、本発明に用いるシンチレータ材料は、蛍光出力が
高いほど位置弁別効果が大きく、Ｂｉ ４ Ｇｅ ３ Ｏ １ ２ より５０％以上高い出力のシンチレ
ータであることが望ましく、Ｃｅ：Ｇｄ ２ ＳｉＯ ５ を用いることがさらに望ましい。Ｃｅ
：Ｇｄ ２ ＳｉＯ ５ のセリウムのドープ量は好ましくは０．１～５．０モル％、さらに好ま

























































































































































本発明の実施例では、シンチレータ材料としてＣｅ：　Ｇｄ ２ ＳｉＯ ５ を用いる場合につ
いてのみ示したが、本発明の袴型放射線位置検出器のシンチレータ材料はＣｅ：　Ｇｄ ２
ＳｉＯ ５ に限定されるものではない。ただし、本発明に用いるシンチレータ材料は、蛍光
出力が高いほど効果的で、Ｂｉ ４ Ｇｅ ３ Ｏ １ ２ より５０％以上高い出力のシンチレータで
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